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1. はじめに 

生体試料を含む多くの試料で化学情報を維持した三

次元測定が可能な飛行時間形二次イオン質量分析法 

(TOF-SIMS) は多くの分野で様々な試料評価への応用

が期待されている。しかし、共存物質によるマトリッ

クス効果[1-4]により、分析結果が複雑化してしまい、

定量や界面評価が困難になる課題もある。マトリック

ス効果の補正方法も提案[1]されているが、補正の適用

にはある程度濃度応答性のある二次イオンが必要であ

り、必ずしも得られるとは限らない。本研究では、二

種類の有機物質積層試料における定量や界面評価につ

いて、情報エントロピーの応用の可能性を検討した。 

2. 実験方法 

モデル試料として、VAMAS[1]で用いられた二種類

の有機物積層試料である Irganox1010 (C73H108O12, M.W. 

1177.63)と Irganox1098 (C40H64N2O4, M.W. 636.95) との

積 層 試 料 と 、 Irganox1010 と 

Fmoc-pentafluoro-L-phenylalanine, (C24H16F5NO4, M.W. 

477.10)との積層試料を用いた。これらの試料を一次イ

オン源に Bi3
++、スパッタリングイオン源に Ar1000

+を用

いて TOF-SIMS (TOF.SIMS. 5)で正・負二次イオンのデ

プスプロファイルを測定[2]した。 

情報エントロピーは、下記式で計算される。 

 S = - ∑p log2 p 

本研究での TOF-SIMS データの場合は、それぞれの

デプスプロファイルから、各二次イオンピーク強度を

総二次イオン強度で割った値をその二次イオンが検出

される確率として情報エントロピーの値を算出した。 

 

3. 結果と考察 

界面や安定層での二次イオン強度と情報エントロ

ピーの値の対応を評価した。界面および混合状態変化

に応じて、情報エントロピーの変化が見られることが

示唆され、二次イオンピークのみではわかりにくかっ

た界面や混合状態に関する情報が得られる可能性が示

された。 
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Fig.1. Schematic of two-organic mixed layer sample 


